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Beschreibung
ERFINDUNGSGEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft ein Ver-
fahren zum Herstellen eines Elektronikbauelement-
Package, ein Verfahren zum Abscheiden einer me-
tallischen Schicht und ein Elektronikbauelement-Pa-
ckage.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Im Verlauf des Verarbeitens beispielsweise
eines Elektronikbauelement-Package muss sehr oft
eine metallische Schicht auf dem ganzen Bereich ei-
nes Zwischenprodukts abgeschieden werden. Insbe-
sondere muss im Fall eines erweiterten Wafer-Level-
Packaging eine metallische Schicht tGiber den ganzen
Bereich eines Zwischenprodukts mit der GroRRe ei-
nes kunstlichen Wafers abgeschieden werden. Eine
derartige metallische Schicht kann die Funktion einer
Umverdrahtungsschicht (RDL — Redistribution Layer)
zum Umverteilen der rAumlichen Anordnung elektri-
scher Kontaktpads von Elektronikbauelementen wie
beispielsweise Halbleiterchips erfiillen.

[0003] Es hat sich herausgestellt, dass zum Ab-
scheiden metallischer Schichten das galvanische
Plattieren metallische Schichten von hoher Qualitat
und Homogenitét liefert, insbesondere bei Verwen-
dung zum Abscheiden metallischer Schichten auf
Oberflachen, die Vertiefungen oder Lécher umfas-
sen. Probleme kénnen jedoch entstehen, wenn der
mit der metallischen Schicht zu bedeckende Bereich
sehr grof} wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0004] Die beiliegenden Zeichnungen sind aufge-
nommen, um ein eingehenderes Verstandnis von
Beispielen zu vermitteln, und sind in diese Patent-
schrift aufgenommen und stellen einen Teil dieser
dar. Die Zeichnungen veranschaulichen Beispiele
und dienen zusammen mit der Beschreibung der Er-
l&uterung von Prinzipien von Beispielen. Andere Bei-
spiele und viele der beabsichtigten Vorteile von Bei-
spielen ergeben sich ohne weiteres, wenn sie unter
Bezugnahme auf die folgende ausfihrliche Beschrei-
bung besser verstanden werden.

[0005] Die Elemente der Zeichnungen sind relativ
zueinander nicht notwendigerweise mafistabsgetreu.
Gleiche Bezugszahlen bezeichnen entsprechende
ahnliche Teile.

[0006] Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm eines Ver-
fahrens zum Herstellen eines Elektronikbauelement-
Package gemal einem ersten Aspekt einschlief3lich
des Bereitstellens mehrerer Elektronikbauelemente
und eines Stromverteilungsgitters und Aufbringens
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einer Kapselungsschicht Gber den Elektronikbauele-
menten und dem Stromverteilungsgitter.

[0007] Fig. 2 zeigt eine Draufsichtdarstellung eines
Stromverteilungsgitters gemafl einem Beispiel, ins-
besondere zur Verwendung zusammen mit einem 8-
Inch-eWLB-Wafer.

[0008] Fig. 3 umfasst die Fig. 3A bis Fig. 3E und
zeigt eine Draufsichtdarstellung eines oberen Teils
eines durch ein Verfahren gemaf dem ersten Aspekt
hergestellten Wafer-Level-Package (Fig. 3E) und
Querschnittsseitenansichtsdarstellungen entlang ei-
ner Ebene, wie durch die Linie A-B in Fig. 3E ange-
zeigt, zum Veranschaulichen eines Verfahrens zum
Herstellen des Wafer-Level-Package (Fig. 3A bis
Fig. 3D).

[0009] Fig. 4 umfasst die Fig. 4A und Fig. 4B und
zeigt eine schematische Draufsichtdarstellung eines
Elektronikbauelement-Package gemall einem vier-
ten Aspekt, wobei das Elektronikbauelement- Pa-
ckage eine flache metallische Schiene (A) umfasst,
und eine schematische Querschnittsseitenansichts-
darstellung des Elektronikbauelement-Package ent-
lang einer durch die Linie B-B in Fig. 4A (B) ange-
zeigten Ebene.

[0010] Fig. 5 umfasst die Fig. 5A und Fig. 5B und
zeigt eine schematische Draufsichtdarstellung eines
Elektronikbauelement-Package gemall dem vierten
Aspekt, wobei das Elektronikbauelement- Package
eine metallische Schiene mit einer Aufwarts-Erwei-
terung (A) umfasst, und eine schematische Quer-
schnittsseitenansichtsdarstellung des Elektronikbau-
element-Package entlang einer durch die Linie B-B
von Fig. 5A (B) angezeigten Ebene.

AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG

[0011] Die Aspekte und Beispiele werden nun unter
Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben, wo-
bei gleiche Bezugszahlen allgemein verwendet wer-
den, um sich durchweg auf gleiche Elemente zu be-
ziehen. In der folgenden Beschreibung sind zu Erlau-
terungszwecken zahlireiche spezifische Details dar-
gelegt, um ein eingehendes Verstandnis eines oder
mehrerer Aspekte der Beispiele zu vermitteln. Es
kann jedoch flr einen Fachmann offensichtlich sein,
dass ein oder mehrere Aspekte der Beispiele mit ei-
nem geringeren Grad der spezifischen Details prakti-
ziert werden kdnnen. In anderen Féllen sind bekannte
Strukturen und Elemente in schematischer Form ge-
zeigt, um das Beschreiben eines oder mehrerer As-
pekte der Beispiele zu erleichtern. Es versteht sich,
dass andere Beispiele genutzt und strukturelle oder
logische Anderungen vorgenommen werden kénnen,
ohne von dem Schutzbereich der vorliegenden Erfin-
dung abzuweichen. Es sei weiter angemerkt, dass die
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Zeichnungen nicht mal3stabsgetreu oder nicht not-
wendigerweise mafistabsgetreu sind.

[0012] In der folgenden ausfiihrlichen Beschreibung
wird auf die beiliegenden Zeichnungen Bezug ge-
nommen, die einen Teil hiervon bilden und in denen
als Veranschaulichung spezifische Aspekte gezeigt
sind, in denen die Erfindung praktiziert werden kann.
In dieser Hinsicht kann unter Bezugnahme auf die
Orientierung der beschriebenen Figuren eine Rich-
tungsterminologie wie etwa ,oben®, ,unten®, ,Vorder-
seite”, ,Rlckseite” usw. verwendet werden. Da Kom-
ponenten von beschriebenen Einrichtungen in einer
Reihe verschiedener Orientierungen positioniert sein
kénnen, kann die Richtungsterminologie zu Zwecken
der Veranschaulichung verwendet werden und ist in
keinerlei Weise beschréankend. Es versteht sich, dass
andere Aspekte genutzt und strukturelle oder logi-
sche Anderungen vorgenommen werden kénnen, oh-
ne von dem Schutzbereich der vorliegenden Erfin-
dung abzuweichen. Die folgende ausfiihrliche Be-
schreibung ist deshalb nicht in einem beschrénken-
den Sinne zu verstehen, und der Schutzbereich der
vorliegenden Erfindung wird durch die beigefligten
Anspriiche definiert.

[0013] AuRerdem kann, wahrend ein bestimmtes
Merkmal oder ein bestimmter Aspekt eines Bei-
spiels mdglicherweise nur bezuglich einer von meh-
reren Implementierungen offenbart wird, ein derarti-
ges Merkmal oder ein derartiger Aspekt mit einem
oder mehreren anderen Merkmalen oder Aspekten
der anderen Implementierungen kombiniert werden,
wie dies fir eine beliebige gegebene oder bestimm-
te Anwendung erwtiinscht und vorteilhaft sein kann.
Zudem sollen in dem Ausmal}, dass die Ausdriicke
.enthalten®, ;haben®, ,mit* oder andere Varianten da-
von entweder in der ausfuihrlichen Beschreibung oder
den Ansprichen verwendet werden, solche Ausdri-
cke auf eine Weise dhnlich dem Ausdruck ,umfassen®
einschliefend sein. Die Ausdricke ,gekoppelt” und
~verbunden® kdnnen zusammen mit Ableitungen ver-
wendet werden. Es versteht sich, dass diese Ausdri-
cke verwendet werden kénnen, um anzuzeigen, dass
zwei Elemente miteinander zusammenarbeiten oder
interagieren, ungeachtet dessen, ob sie in direktem
physischen oder elektrischen Kontakt stehen oder ob
sie nicht miteinander in direktem Kontakt stehen. Au-
Rerdem soll der Ausdruck ,beispielhaft® lediglich ein
Beispiel anstatt das Beste oder Optimale bedeuten.
Die folgende ausfiihrliche Beschreibung ist deshalb
nicht in einem beschrankenden Sinne zu verstehen,
und der Schutzbereich der vorliegenden Erfindung
wird durch die beigefligten Anspriiche definiert.

[0014] Die Beispiele eines Elektronikbauelement-
Package und eines Verfahrens zum Herstellen eines
Elektronikbauelement-Package kénnen verschiede-
ne Arten von Transistorbauelementen verwenden.
Die Beispiele kdénnen Transistorbauelemente ver-
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wenden, die in Halbleiter-Dies oder Halbleiterchips
verkoérpert sind, wobei die Halbleiter-Dies oder Halb-
leiterchips in einer Form eines Blocks aus halbleiten-
dem Material vorgesehen sein kdnnen, wie aus ei-
nem Halbleiterwafer hergestellt und aus dem Halblei-
terwafer geschnitten, oder in einer anderen Form, in
der weitere Prozessschritte ausgefiihrt worden sind,
wie beispielsweise das Aufbringen einer Kapselungs-
schicht auf den Halbleiter-Die oder den Halbleiter-
chip. Die Beispiele kbnnen auch horizontale oder ver-
tikale Transistorbauelemente verwenden, wobei jene
Strukturen in einer Form vorgesehen sein kdnnen, in
der alle Kontaktelemente des Transistorbauelements
auf einer der Hauptflachen des Halbleiter-Die vorge-
sehen sind (horizontale Transistorstrukturen), oder in
einer Form, in der mindestens ein elektrisches Kon-
taktelement auf einer ersten Hauptflache des Halb-
leiter-Die angeordnet ist und mindestens ein anderes
elektrisches Kontaktelement auf einer zweiten Haupt-
flache gegenuber der Hauptflache des Halbleiter-Die
angeordnet ist (vertikale Transistorstrukturen), wie
beispielsweise MOS-Transistorstrukturen oder IGBT-
Strukturen (Insulated Gate Bipolar Transistor). Inso-
fern die Transistorchips als Leistungstransistorchips
konfiguriert sind und falls auflerdem auch Treiber-
chips in das Package integriert sind, kénnen die
Beispiele eines weiter unten offenbarten Elektronik-
bauelement-Package als intelligente Leistungsmodu-
le (IPM - Intelligent Power Modules) klassifiziert wer-
den.

[0015] Jedenfalls kénnen die Elektronikbauelemen-
te, z.B. Halbleiter- Dies oder Halbleiterchips, Kon-
taktelemente oder Kontaktpads auf einer oder meh-
reren ihrer aulieren Oberflachen umfassen, wobei
die Kontaktelemente zum elektrischen Kontaktieren
der Halbleiter-Dies dienen. Die Kontaktelemente kén-
nen eine beliebige gewlinschte Form oder Gestalt
besitzen. Sie kénnen beispielsweise die Form von
Kontaktflecken besitzen, d.h. flache Kontaktschich-
ten auf einer aulieren Oberflache des Halbleiter-Die.
Die Kontaktelemente oder Kontaktpads kénnen aus
einem beliebigen elektrisch leitenden Material herge-
stellt sein, z.B. aus einem Metall wie Aluminium, Gold
oder Kupfer, als Beispiel, oder einer Metalllegierung
oder einem elektrisch leitenden organischen Materi-
al oder einem elektrisch leitenden Halbleitermaterial.
Die Kontaktelemente kénnen auch als Schichtstapel
aus einem oder mehreren der oben erwahnten Mate-
rialien ausgebildet werden.

[0016] Die Beispiele eines Elektronikbauelement-
Package kénnen ein Kapselungsmittel oder ein Kap-
selungsmaterial mit den darin eingebetteten Halblei-
tertransistorchips und dem mindestens einen Halb-
leitertreiberchip umfassen. Das Kapselungsmateri-
al kann ein beliebiges elektrisch isolierendes Mate-
rial sein wie beispielsweise eine beliebige Art von
Ausformmaterial, eine beliebige Art von Harzmateri-
al oder eine beliebige Art von Epoxidmaterial. Das
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Kapselungsmaterial kann auch ein Polymermaterial,
ein Polyimidmaterial, ein Thermoplastmaterial, ein Si-
likonmaterial, ein Keramikmaterial und ein Glasmate-
rial sein. Das Kapselungsmaterial kann auch ein be-
liebiges der oben erwdhnten Materialien umfassen
und weiterhin darin eingebettete Flllmaterialien, wie
beispielsweise warmeleitende Inkremente enthalten.
Diese Flllinkremente kénnen beispielsweise aus AlO
oder Al,O3, AIN, BN oder SiN bestehen. Weiterhin
kénnen die Flllinkrememente die Gestalt von Fasern
besitzen und kénnen aus Carbonfasern oder Nano-
réhren hergestellt sein, als Beispiel.

[0017] Die Beispiele eines Verfahrens zum Herstel-
len eines Elektronikbauelement-Package und eines
Elektronikbauelement-Package kénnen das Ausbil-
den einer metallischen Schicht auf der Kapselungs-
schicht einschlie8lich des Fillens von leitendem Ma-
terial in Vias der Kapselungsschicht umfassen. Die
metallische Schicht kann insbesondere die Funkti-
on einer Umverdrahtungsschicht (RDL) besitzen, die
konfiguriert ist, die rdumliche Verteilung oder Anord-
nung der elektrischen Kontaktpads der Elektronik-
bauelemente umzuverteilen oder neu anzuordnen.
Die Umverdrahtungsschicht kann auf einer oberen
Oberflache der Kapselungsschicht angeordnet sein
und kann mehrere metallische Bahnen umfassen,
wobei jede der metallischen Bahnen durch eine in der
Kapselungsschicht ausgebildete Via-Verbindung mit
einem elektrischen Kontaktpad verbunden ist.

[0018] Insofern Verfahren zum Herstellen eines
Elektronikbauelement- Package und zum Abschei-
den einer metallischen Schicht so beschrieben sind,
dass sie eine spezifische Reihenfolge von Verfah-
rensschritten aufweisen, sollte erwahnt werden, dass
der Fachmann eine beliebige andere angemessene
Reihenfolge der Verfahrensschritte verwenden kann.

[0019] Fig. 1 umfasst ein Flussdiagramm zum Ver-
anschaulichen eines Verfahrens zum Herstellen ei-
nes Elektronikbauelement-Package gemafy einem
ersten Aspekt. Das Verfahren umfasst: Vorsehen
mehrerer Elektronikbauelemente (s1), Vorsehen ei-
nes Stromverteilungsgitters, das mehrere Strom-
verteilungsschienen umfasst (s2), Aufbringen einer
Kapselungsschicht Gber den Elektronikbauelemen-
ten und dem Stromverteilungsgitter (s3), Ausbilden
von Vias in der Kapselungsschicht, wobei sich die
Vias von einer Hauptfliche der Kapselungsschicht
zu den Elektronikbauelementen und dem Stromver-
teilungsgitter erstrecken (s4), und Abscheiden einer
metallischen Schicht auf der Kapselungsschicht ein-
schlieRlich der Vias durch galvanisches Plattieren
(s5).

[0020] Es wurde zuvor gezeigt, dass die Abschei-
dung von metallischen Schichten auf grof3en Berei-
chen, wie beispielsweise beim erweiterten Wafer-
Level-Packaging erforderlich, zu unzufriedenstellen-
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den Ergebnissen fuhren kann, wenn sie durch gal-
vanisches Plattieren durchgefiihrt wird, sobald das
Wachstum der metallischen Schicht nur von Kanten-
abschnitten des Wafers beginnt und von dort in der
Richtung der Mitte weitergeht. Die Ergebnisse waren
durch eine inhomogene Metallschicht mit signifikan-
ten Dickenvariationen und im schlimmsten Fall durch
ein sehr schlechtes oder sogar kein metallisches
Wachstum in der Mitte des Wafers gekennzeichnet.
Deshalb kann ein Stromverteilungsgitter, wie durch
die vorliegende Offenbarung hin- weg beschrieben,
dazu beitragen, ein verteiltes Wachstum des metal-
lischen Materials wahrend des galvanischen Plattie-
rens zu bewirken. Wie unten ausfiuhrlicher gezeigt
wird, kénnen die Vias raumlich derart verteilt werden,
dass sie ein homogenes Wachstum der metallischen
Schicht gestatten.

[0021] Gemal einem Beispiel des Verfahrens ge-
maRk dem ersten Aspekt sind die Elektronikbauele-
mente in einer rdumlich regelmaligen Anordnung an-
geordnet, und das Stromverteilungsgitter ist relativ
zu den Elektronikbauelementen derart angeordnet,
dass die Elektronikbauelemente mindestens teilwei-
se von den Stromverteilungsschienen umgeben sind.
Insbesondere sind die Elektronikbauelemente und
das Stromverteilungsgitter auf einem Hilfstrager an-
geordnet und danach wird die Kapselungsschicht so-
wohl auf den Elektronikbauelementen als auch dem
Stromverteilungsgitter aufgebracht.

[0022] Gemall einem Beispiel des Verfahrens ge-
maRk dem ersten Aspekt umfasst das Vorsehen des
Stromverteilungsgitters das Vorfertigen des Strom-
verteilungsgitters, insbesondere um ein frei hand-
habbares Stromverteilungsgitter zu erhalten, das
als Ganzes auf dem Hilfstréger angeordnet werden
kann.

[0023] Gemal einem Beispiel des Verfahrens ge-
maRk dem ersten Aspekt umfasst das Vorsehen des
Stromverteilungsgitters das Drucken, das Sputtern
oder die Plasmastaubabscheidung einer elektrisch
leitenden Schicht auf der Hilfsschicht. In Verbindung
mit diesen Fabrikationsverfahren kann eine Maske
iber dem Substrat positioniert werden, wobei die Off-
nungen der Maske die Form des herzustellenden
Stromverteilungsgitters definieren. Die elektrisch lei-
tende Schicht kann dann durch die Offnungen der
Maske abgeschieden werden. Es ist auch mdglich,
eine Quetschwalze oder ein Rakel iber die Maske zu
bewegen und das elektrisch leitende Material in alle
unmaskierten Bereiche zu driicken.

[0024] Gemall einem Beispiel des Verfahrens ge-
maR dem ersten Aspekt umfasst das Stromvertei-
lungsgitter eine ringartige Umfangsstromverteilungs-
schiene und mehrere gerade Stromverteilungsschie-
nen, wobei jede einzelne der geraden Stromvertei-
lungsschienen zwischen zwei Punkten der ringarti-
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gen Umfangsstromverteilungsschiene verbunden ist.
Gemal einem weiteren Beispiel davon umfassen die
mehreren geraden Stromverteilungsschienen erste
gerade Stromverteilungsschienen, die sich parallel
entlang einer ersten Richtung erstrecken, und zwei-
te gerade Stromverteilungsschienen, die sich paral-
lel entlang einer zweiten Richtung senkrecht zur ers-
ten Richtung erstrecken. Es kann weiterhin der Fall
sein, dass die Distanz zwischen benachbarten ers-
ten geraden Stromverteilungsschienen konstant ist
und auch die Distanz zwischen benachbarten zwei-
ten geraden Stromverteilungsschienen konstant ist,
so dass infolgedessen mehrere rechteckig geformte
Bereiche erhalten werden, wobei jeder der rechteckig
geformten Bereiche eine gleiche Anzahl an Elektro-
nikbauelementen enthalt.

[0025] Gemall einem Beispiel des Verfahrens ge-
mal dem ersten Aspekt umfasst das Stromvertei-
lungsgitter eine Dicke in einem Bereich von 10 um bis
500 pm. Die Dicke kann Uber das ganze Stromver-
teilungsgitter hinweg konstant sein. Alternativ kann
die Dicke unterschiedlich sein, da beispielsweise die
aullere Umfangsstromverteilungsschiene aus Stabi-
litdtsgrinden eine groflere Dicke aufweisen kann als
die geraden Stromverteilungsschienen. Es ist auch
mdglich, dass die geraden Stromverteilungsschie-
nen unterschiedliche Dicken aufweisen kénnen. Es
ist weiterhin moglich, dass individuelle Stromvertei-
lungsschienen eine seitlich variierende Dicke aufwei-
sen kénnen.

[0026] Ein spezifisches Beispiel davon wird spater
gezeigt und erlautert.

[0027] Gemal einem Beispiel des Verfahrens ge-
mafl dem ersten Aspekt wird das Stromverteilungs-
gitter aus Kupfer hergestellit.

[0028] Gemal einem Beispiel des Verfahrens ge-
mafi dem ersten Aspekt umfassen die Stromvertei-
lungsschienen eine Breite in einem Bereich von 1 mm
bis 30 mm.

[0029] Gemall einem Beispiel des Verfahrens ge-
mafl dem ersten Aspekt umfasst das Anordnen der
Elektronikbauelemente das Platzieren der Elektronik-
bauelemente auf einem Hilfstréger und auch das An-
ordnen des Stromverteilungsgitters umfasst das Plat-
zieren des Stromverteilungsgitters auf dem Hilfstra-
ger. Der Hilfstrager kann eine metallische Platte um-
fassen, insbesondere eine Stahlplatte, und auf der
metallischen Platte kann eine doppelseitige Klebefo-
lie, wie beispielsweise eine Thermo- Release-Folie,
so aufgebracht werden, dass die Elektronikbauele-
mente und das Stromverteilungsgitter auf der Klebe-
folie platziert werden kénnen.

[0030] Gemal einem Beispiel des Verfahrens ge-
mafl dem ersten Aspekt umfasst das Ausbilden der
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Vias das Ausbilden erster Vias, die sich von einer
Hauptflache der Kapselungsschicht zu elektrischen
Kontaktpads der Elektronikbauelemente erstrecken.
Gemal einem weiteren Beispiel davon umfassen die
ersten Vias Durchmesser in einem Bereich von 200
pm bis 600 um.

[0031] Gemal einem weiteren Beispiel des Verfah-
rens gemal dem ersten Aspekt umfasst das Ausbil-
den der Vias das Ausbilden zweiter Vias, die sich
von einer Hauptflache der Kapselungsschicht zu ei-
ner oberen Oberflache des Stromverteilungsgitters
erstrecken. GemalR einem weiteren Beispiel davon
umfassen die zweiten Vias Durchmesser in einem
Bereich von 0,5 mm bis 1,5 mm. GemaR einem weite-
ren Beispiel davon sind die zweiten Vias entlang den
Stromverteilungsschienen gleichmaRig voneinander
beabstandet.

[0032] Gemall einem Beispiel des Verfahrens ge-
maRk dem ersten Aspekt werden die Vias durch La-
serbohren in die Kapselungsschicht ausgebildet.

[0033] Gemal einem Beispiel des Verfahrens ge-
maRk dem ersten Aspekt umfasst das Fillen von lei-
tendem Material in die Vias das Abscheiden einer
Keimschicht auf der Kapselungsschicht und in den
Vias gefolgt vom galvanischen Plattieren. Gemal ei-
nem weiteren Beispiel davon besteht die Keimschicht
aus einer organischen Keimschicht. Gemaf} noch ei-
nem weiteren Beispiel davon wird die Keimschicht
durch nasschemische Abscheidung abgeschieden.

[0034] Gemall einem Beispiel des Verfahrens ge-
mal dem ersten Aspekt wird ein erweitertes Wafer-
Level-Package hergestellt und nach dem Abscheiden
der metallischen Schicht auf der Kapselungsschicht
und moglichen weiteren Schritten wird das erweiter-
te Wafer-Level-Package zu mehreren Elektronikbau-
element-Packages vereinzelt. Gemall einem weite-
ren Beispiel davon wird das Vereinzeln des erwei-
terten Wafer-Level-Package derart ausgefiihrt, dass
von dem Stromverteilungsgitter nichts in den verein-
zelten Elektronikbauelement-Packages zurtickbleibt.
Dies kann entweder durch Entfernen des Stromver-
teilungsgitters, beispielsweise durch Atzen oder S&-
gen bei den Kanten der Stromverteilungsschienen,
bewerkstelligt werden. Gemall einem weiteren Bei-
spiel wird das Vereinzeln des erweiterten Wafer-
Level-Package derart ausgeflihrt, dass spezifische
Teile des Stromverteilungsgitters in den Elektronik-
bauelement-Packages zurtickbleiben, wodurch Elek-
tronikbauelement-Packages hergestellt werden, die
durch Beispiele unten naher beschrieben werden.
Die zurlickgebliebenen spezifischen Teile des Strom-
verteilungsgitters kénnen derart konfiguriert werden,
dass sie beim Betrieb des Elektronikbauelement-
Package als einer oder mehrere eines Kuhlkérpers
oder eines elektrischen Verbinders verwendet wer-
den kénnen.
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[0035] Fig. 2 zeigt ein Beispiel eines Stromver-
teilungsgitters in einer Draufsichtdarstellung. Das
Stromverteilungsgitter 10 von Fig. 2 ist konfigu-
riert, um zusammen mit einem 8-IncheWLB-Wafer in
einem Erweiterter-Wafer-Level-Fabrikationsprozess
verwendet zu werden. Das Stromverteilungsgitter 10
von Fig. 2 umfasst eine ringartige Umfangsstromver-
teilungsschiene 1 und mehrere gerade Stromvertei-
lungsschienen 2, wobei jede einzelne der geraden
Stromverteilungsschienen 2 zwischen zwei Punkten
der ringartigen Umfangsstromverteilungsschiene 1
verbunden ist. Die geraden Stromverteilungsschie-
nen 2 umfassen erste gerade Stromverteilungsschie-
nen 2A, die sich entlang einer ersten horizontalen
Richtung parallel zueinander erstrecken, und zwei-
te gerade Stromverteilungsschienen 2B, die sich ent-
lang einer zweiten vertikalen Richtung senkrecht zur
ersten Richtung parallel zueinander erstrecken. Ge-
mafR dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel umfasst das
Stromverteilungsgitter 10 drei erste gerade Stromver-
teilungsschienen 2A und drei zweite gerade Strom-
verteilungsschienen 2B. Das Stromverteilungsgitter
10 ist beispielsweise als ein vorgefertigtes, frei hand-
habbares Stromverteilungsgitter 10 konfiguriert und
umfasst beispielsweise einen Durchmesser von 200
mm und kann weiterhin aus Kupfer mit einer Dicke
von etwa 100 ym hergestellt sein. Das Stromvertei-
lungsgitter 10 von Fig. 2 kann weiterhin Positionierhil-
fen 3 umfassen, die dabei behilflich sind, das Strom-
verteilungsgitter 10 in einer prézisen relativen Posi-
tion zu den Elektronikbauelementen auf dem Trager
anzuordnen.

[0036] Fig. 3 umfasst die Fig. 3A bis Fig. 3E und
veranschaulicht ein Verfahren zum Herstellen ei-
nes Elektronikbauelement-Package gemal einem
Beispiel. Die Querschnittsseitenansichtsdarstellun-
gen von Fig. 3A bis Fig. 3D sind entlang einer durch
die Linie A-B in Fig. 3E angezeigten Ebene genom-
men, die einen oberen Teil des hergestellten Wafer-
Level-Package zeigen.

[0037] Gemal Fig. 3A werden mehrere Elektro-
nikbauelemente 31 (schraffiert gezeichnet) und ein
Stromverteilungsgitter 30 auf einem Hilfstrager 32
platziert. Der Hilfstrager 32 umfasst eine metallische
Platte 32.1 und eine Klebefolie 32.2, insbesondere
eine Thermo-Release-Folie 32.2, die auf eine Haupt-
oberflache der metallischen Platte 32.1 aufgebracht
ist. Die Elektronikbauelemente 31 kénnen (nicht ge-
zeigte) elektrische Kontaktpads umfassen, die an ei-
ner oberen Hauptfldche von dem Hilfstrédger 32 ab-
gewandt angeordnet sind. Das Stromverteilungsgitter
30 kann wie das Stromverteilungsgitter 10, wie ge-
zeigt und in Verbindung mit Fig. 2 beschrieben, aus-
gebildet werden. Die Elektronikbauelemente 31 kon-
nen ein oder mehrere von Halbleiterchips oder passi-
ven Einrichtungen sein, wobei die Halbleiterchips ein
oder mehrere von Transistorchips, Treiberchips, Pro-
zessorchips oder beliebigen anderen Halbleiterchips
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sein kdnnen. Die Elektronikbauelemente 31 kénnen
auf regelmafRige Weise angeordnet sein. Die Drauf-
sicht von Fig. 3E zeigt ein Beispiel des Anordnens
der Elektronikbauelemente 31. Ebenfalls in Fig. 3E
ist das Positionieren der Elektronikbauelemente 31 in
Relation zum Stromverteilungsgitter 30 gezeigt. Beim
vorliegenden Beispiel ist das Wafer-Level-Package
in mehrere ahnliche Gebiete partitioniert, wobei je-
des Gebiet ein Elektronikbauelement-Package wer-
den soll, wobei jedes Gebiet zwei durch Stromver-
teilungsschienen 30.1 des Stromverteilungsgitters 30
umgebene Elektronikbauelemente enthalt.

[0038] Gemal Fig. 3B wird eine Kapselungsschicht
33 auf den Elektronikbauelementen 31, dem Strom-
verteilungsgitter 30 und dem Hilfstrdger 32 aufge-
bracht. Die Kapselungsschicht 33 wird derart aufge-
bracht, dass sie eine vorgeschriebene Dicke Uber
den Elektronikbauelementen 31 und dem Stromver-
teilungsgitter 30 aufweist.

[0039] Gemal Fig. 3C kann nach dem Harten der
Kapselungsschicht 33 der Hilfstrager 32 entfernt wer-
den und ein Wafer-Level- Package 34 wird erhalten.
Danach kénnen Vias 33.1 in der Kapselungsschicht
33 ausgebildet werden, wobei die Vias 33.1 von einer
oberen Hauptflache der Kapselungsschicht 33 zu den
elektrischen Kontaktpads der Elektronikbauelemen-
te 31 und zum Stromverteilungsgitter 30 reichen. Die
Orte der Vias 33.1 sind in Fig. 3E gezeigt, und es ist
ersichtlich, dass die Vias 33.1 zum Stromverteilungs-
gitter 30 mit einer konstanten Distanz zwischen be-
nachbarten Vias 33.1 entlang den Stromverteilungs-
schienen 30.1 platziert sind. Das Ausbilden der Vias
33.1 kann beispielsweise durch Laserbohren durch-
geflhrt werden.

[0040] Gemal Fig. 3D wird nach dem Ausbilden der
Vias 33.1 eine metallische Schicht 35 beispielswei-
se aus Kupfer durch galvanisches Plattieren auf der
Kapselungsschicht 33 und den Vias 33.1 abgeschie-
den. Als ein erster Schritt kann eine (nicht gezeigte)
organische Keimschicht durch nasschemische Ab-
scheidung auf der Kapselungsschicht 33 und den Vi-
as 33.1 aufgebracht werden. Danach wird in einem
zweiten Schritt das gal- vanische Plattieren derart
ausgefiihrt, dass die Vias 33.1 durch das metallische
Material nicht vollstandig gefiillt sind, aber der Boden
des Via und die Seitenwand mit einer gewissen vor-
geschriebenen Dicke von dem metallischen Material
bedeckt sind.

[0041] Danach kdnnen ein paar weitere Schritte fol-
gen, wie beispielsweise das Aufbringen einer Lotre-
sistschicht und externer Kontaktelemente. In einem
letzten Schritt wird das Wafer- Level-Package ver-
einzelt, um mehrere Elektronikbauelement- Packa-
ges zu erhalten. Gemal einem Beispiel wird das
Stromverteilungsgitter 30 beispielsweise durch Atzen
vor der Vereinzelung entfernt. Es ist jedoch auch
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mdglich, das Stromverteilungsgitter 30 am Wafer-
Level-Package zu lassen. Der Schritt des Verein-
zelns kann derart erfolgen, dass die erhaltenen Elek-
tronikbauelement-Packages keine Reste des Strom-
verteilungsgitters 30 enthalten. Es ist jedoch auch
mdglich, dass Teile des Stromverteilungsgitters 30
in den Elektronikbauelement-Packages zuriickblei-
ben, und beim Betrieb der Elektronikbauelement-Pa-
ckages zum Zweck einer oder mehrerer elektrischer
Funktionen und Kuhlkérperfunktionen genutzt wer-
den.

[0042] Die vorliegende Offenbarung betrifft auch ein
Verfahren zum Herstellen eines Elektronikbauele-
ment-Package gemal einem zweiten Aspekt. Das
Verfahren gemal dem zweiten Aspekt umfasst das
Vorsehen mehrerer Elektronikbauelemente, Einbet-
ten der Elektronikbauelemente in eine Kapselungs-
schicht, Ausbilden von Vias in der Kapselungs-
schicht, wobei sich die Vias von einer Hauptflache
der Kapselungsschicht zu den Elektronikbauelemen-
ten erstrecken, und Abscheiden einer metallischen
Schicht auf der Kapselungsschicht einschlief3lich der
Vias durch galvanisches Plattieren, wobei das Ver-
fahren weiterhin das Vorsehen einer Stromvertei-
lungsschicht zum Bewirken eines verteilten Wachs-
tums des metallischen Materials wahrend des galva-
nischen Plattierens umfasst.

[0043] GemaR einem Beispiel des Verfahrens ge-
mal dem zweiten Aspekt umfasst das Verfahren
das Vorsehen der Stromverteilungsschichtin der glei-
chen Ebene wie die Elektronikbauelemente. Geman
einem weiteren Beispiel davon kann die Stromver-
teilungsschicht in der Form eines Stromverteilungs-
gitters vorgesehen werden, wobei das Stromvertei-
lungsgitter auch in die Kapselungsschicht eingebet-
tet sein kann. Gemal einem weiteren Beispiel davon
sind sowohl die Elektronikbauelemente als auch das
Stromverteilungsgitter auf einem Hilfstrager angeord-
net und die Kapselungsschicht wird auf den Elek-
tronikbauelementen, dem Stromverteilungsgitter und
dem Hilfstrager aufgebracht.

[0044] Gemal einem Beispiel des Verfahrens ge-
maf dem zweiten Aspekt umfasst das Verfahren wei-
terhin das Vorsehen der Stromverteilungsschicht in
einer anderen Ebene als die Elektronikbauelemente.
Gemal einem weiteren Beispiel davon umfasst die
Stromverteilungsschicht die Form eines Stromvertei-
lungsgitters, wie etwa das beispielsweise in Fig. 2
und Fig. 3 gezeigte. Gemal einem weiteren Beispiel
umfasst die Stromverteilungsschicht nicht die Form
eines Stromverteilungsgitters, wie das beispielswei-
se in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigte. Stattdessen kann
die Stromverteilungsschicht eine andere Form einer
metallischen Schicht aufweisen, die ebenfalls in die
Kapselungsschicht eingebettet sein kann oder aus ei-
nem Trager bestehen kann, insbesondere einem Tra-
ger, der die Halbleiterchips stitzt. Die Stromvertei-
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lungsschicht kann in diesem Fall aus einer vollflachi-
gen metallischen Schicht oder einem Systemtrager
bestehen, als Beispiel. In diesem Fall kénnten auch
Vias von einer oberen Flache der Kapselungsschicht
zur Stromverteilungsschicht ausgebildet werden. Bei-
spielsweise konnte sich beim Vergleich mit Fig. 3B
und Fig. 3C die Stromverteilungsschicht unter der
Ebene der Elektronikbauelemente 31 befinden und
die Vias kénnten so in der Kapselungsschicht ausge-
bildet sein, dass sie zwischen den Elektronikbauele-
menten 31 hindurchtreten wirden, bis sie die Strom-
verteilungsschicht erreichen.

[0045] Weitere Beispiele des Verfahrens gemaf
dem zweiten Aspekt konnen ausgebildet werden
durch Aufnehmen von Beispielen und Merkmalen, die
zuvor in Verbindung mit dem Verfahren gemaf dem
ersten Aspekt beschrieben wurden.

[0046] Die vorliegende Offenbarung betrifft auch
ein Verfahren zum Abscheiden einer metallischen
Schicht gemal einem dritten Aspekt. Das Verfah-
ren gemal dem dritten Aspekt umfasst das Vorse-
hen einer Materialschicht und Abscheiden einer me-
tallischen Schicht auf der Materialschicht durch gal-
vanisches Plattieren, wobei das Verfahren weiterhin
das Vorsehen einer Stromverteilungsschicht zum Be-
wirken eines verteilten Wachstums des metallischen
Materials wahrend des galvanischen Plattierens um-
fasst.

[0047] Gemal einem Beispiel des Verfahrens des
dritten Aspekts umfasst das Vorsehen der Materi-
alschicht das Aufbringen der Materialschicht Gber
der Stromverteilungsschicht und Ausbilden von Vi-
as in der Materialschicht, wobei sich die Vias von ei-
ner Hauptflaiche der Materialschicht zur Stromvertei-
lungsschicht erstrecken.

[0048] Gemal einem Beispiel des Verfahrens des
dritten Aspekts kann die Stromverteilungsschicht die
Form eines Stromverteilungsgitters aufweisen, wie
das in Verbindung mit Fig. 2 und Fig. 3 der vor-
liegenden Offenbarung gezeigte und beschriebene.
Gemal einem weiteren Beispiel kann die Stromver-
teilungsschicht die Form einer vollflachigen metalli-
schen Ebene oder Lage oder irgendeiner anderen Art
von metallischer Ebene oder Lage, wie beispielswei-
se eines Systemtragers, aufweisen.

[0049] Gemal einem Beispiel des Verfahrens des
dritten Aspekts umfasst die Materialschicht die glei-
chen oder dhnliche Merkmale wie die Kapselungs-
schicht, wie zuvor in Verbindung mit den Verfahren
gemal dem ersten und zweiten Aspekt beschrieben.

[0050] Weitere Beispiele des Verfahrens gemaf
dem dritten Aspekt kdnnen durch Aufnehmen von
Beispielen oder Merkmalen ausgebildet werden, die
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zuvor in Verbindung mit den Verfahren gemafl dem
ersten und zweiten Aspekt beschrieben wurden.

[0051] Fig. 4 umfasst die Fig. 4A und Fig. 4B und
zeigt ein Beispiel eines Elektronikbauelement-Packa-
ge gemal einem vierten Aspekt in einer schemati-
schen Draufsichtdarstellung (A) und einer schema-
tischen Querschnittsseitenansichtsdarstellung (B).
Das Elektronikbauelement-Package 40 von Fig. 4
umfasst zwei Halbleiterchips 41, eine die Halblei-
terchips 41 bedeckende Kapselungsschicht 42, ei-
ne Uber der Kapselungsschicht 42 angeordnete Um-
verdrahtungsschicht (RDL) 43 und eine metallische
Schiene 44, die sich entlang einer Kante der Kap-
selungsschicht 42 erstreckt. Weitere Elemente oder
Teile des Elektronikbauelement-Package 40, wie bei-
spielsweise Vias zwischen der RDL 43 und den Chips
41 oder Uber der RDL 43 angeordnete externe Ver-
binder, sind hier aus Griinden der Ubersichtlichkeit
weggelassen.

[0052] Das Elektronikbauelement-Package 40, wie
in dem Beispiel von Fig. 4 gezeigt, umfasst eine
metallische Schiene 44, die eine ringartige periphe-
re Konfiguration besitzt und sich somit entlang je-
der der Seitenkanten der Kapselungsschicht 42 er-
streckt. Ein derartiges Elektronikbauelement-Packa-
ge 40 kann beispielsweise durch Schneiden des Wa-
fer-Level-Package, wie in Fig. 3E gezeigt, entlang
Mittelachsen der Stromverteilungsschienen 30 erhal-
ten werden. Die metallische Schiene 44 ist somit ein
Rest der vorherigen Stromverteilungsschiene 30. Es
ist jedoch auch mdglich, dass sich die metallische
Schiene 44 nicht entlang aller Seitenkanten der Kap-
selungsschicht 42 erstreckt, sondern beispielsweise
nur entlang einer, zwei oder drei Seitenkanten der
Kapselungsschicht 42. Die metallische Schiene 44
kann somit verschiedene Teile umfassen, die nicht
direkt miteinander verbunden sind.

[0053] Gemal einem Beispiel des Elektronikbauele-
ment-Package 40 des vierten Aspekts kann die me-
tallische Schiene 44 derart konfiguriert sein, dass sie
fur spezifische Zwecke flir den Betrieb des Elektronik-
bauelement-Package 40 genutzt werden kann. Bei-
spielsweise kann die metallische Schiene 44 als ein
Kuhlkérper verwendet werden, um das Ableiten von
Uberschissiger Warme, die durch einen oder mehre-
re der Halbleiterchips 41 erzeugt wird, zu unterst(t-
zen. Zu diesem Zweck kann die metallische Schie-
ne 44 thermisch mit einem oder mehreren der Halb-
leiterchips 41 verbunden sein. Es ist auch mdglich,
dass die metallische Schiene 44 einer elektrischen
Funktion beim Betrieb des Elektronikbauelement-Pa-
ckage 40 dient. Zu diesem Zweck kann die metalli-
sche Schiene 44 elektrisch mit einem oder mehre-
ren der Halbleiterchips 41 oder mit der RDL 43 ver-
bunden sein. Das Schneiden des Wafer-Level-Pa-
ckage von Fig. 3E kann derart durchgefiihrt werden,
dass nicht nur ein Teil der Stromverteilungsschiene
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als Teil des Elektronikbauelement-Package zurick-
bleibt, sondern auch mindestens eines der die Strom-
verteilungsschiene mit der RDL verbindenden Vias.
Es ist weiterhin mdéglich, dass die metallische Schie-
ne 44 verschiedene, nicht direkt miteinander verbun-
dene Teile umfasst, wobei diese verschiedenen Teile
unterschiedlichen Funktionen dienen, d.h. einer oder
mehreren von thermischen und elektrischen Funktio-
nen.

[0054] Fig. 5 umfasst die Fig. 5A und Fig. 5B
und zeigt ein weiteres Beispiel eines Elektronik-
bauelement-Package gemafl dem vierten Aspekt in
einer schematischen Draufsichtdarstellung (A) und
einer schematischen Querschnittsseitenansichtsdar-
stellung (B). Das Elektronikbauelement-Package 50
von Fig. 5 umfasst zwei Halbleiterchips 51, eine die
Halbleiterchips 51 bedeckende Kapselungsschicht
52, eine Uber der Kapselungsschicht 52 angeordne-
te Umverdrahtungsschicht (RDL) 53 und eine me-
tallische Schiene 54, die sich entlang einer Kante
der Kapselungsschicht 52 erstreckt. Weitere Elemen-
te oder Teile des Elektronikbauelement-Package 50,
wie beispielsweise Vias zwischen der RDL 53 und
den Chips 51 oder iber der RDL 53 angeordnete ex-
terne Verbinder, sind hier aus Griinden der Ubersicht-
lichkeit weggelassen.

[0055] Das Elektronikbauelement-Package 50 von
Fig. 5 kann alle Merkmale und Eigenschaften um-
fassen, wie sie zuvor in Verbindung mit dem Elektro-
nikbauelement-Package 40 von Fig. 4 beschrieben
wurden. Das Elektronikbauelement-Package 50 von
Fig. 5 unterscheidet sich von dem Elektronikbauele-
ment- Package 40 von Fig. 4 darin, dass die metalli-
sche Schiene 54 einen erhdhten Abschnitt 54.1 um-
fasst, der direkt mit der RDL 53 verbunden sein kann.
Ein derartiger erhéhter Abschnitt 54.1 kann nitzlich
sein, um einer oder mehreren von thermischen und
elektrischen Funktionen der metallischen Schiene 54
beim Betrieb des Elektronikbauelement-Package 50
zu dienen. Der erhéhte Abschnitt 54.1 kann beispiels-
weise erhalten werden, indem ein Stromverteilungs-
gitter, wie das in einer der Fig. 2 oder Fig. 3 gezeigte,
derart vorgesehen wird, dass die individuellen Strom-
verteilungsschienen variierende Dicken aufweisen,
insbesondere erhéhte Abschnitte an ihren den Chip-
gebieten zugewandten Langskanten umfassen. Es
ist auch moglich, dass die Stromverteilungsschienen
insgesamt eine Dicke derart besitzen, dass sie bis
zur RDL reichen, wobei dann keine Vias zwischen
der oberen Flache der Kapselungsschicht und dem
Stromverteilungsgitter ausgebildet werden mussten
(siehe Fig. 3B und Fig. 3C).

[0056] Wenngleich die Erfindung bezlglich einer
oder mehrerer Implementierungen dargestellt und
beschrieben worden ist, kdnnen an den dargestell-
ten Beispielen Abanderungen und/oder Modifikatio-
nen vorgenommen werden, ohne von dem Gedan-
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ken und Schutzbereich der beigefiigten Anspriiche
abzuweichen. Insbesondere bezliglich der durch die
oben beschriebenen Komponenten oder Strukturen
(Baugruppen, Einrichtungen, Schaltungen, Systeme
usw.) ausgefiihrten verschiedenen Funktionen sollen
die Ausdrlicke (einschlie3lich einer Referenz auf ein
,Mittel“), die zum Beschreiben solcher Komponen-
ten verwendet werden, sofern nicht etwas anderes
angegeben ist, einer beliebigen Komponente oder
Struktur entsprechen, die die spezifizierte Funktion
der beschriebenen Komponente durchfiihrt (die z.B.
funktional &quivalent ist), wenngleich nicht strukturell
aquivalent zu der offenbarten Struktur, die die Funkti-
on in den hier dargestellten beispielhaften Implemen-
tierungen der Erfindung durchflhrt.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen eines Elektronikbau-
element- Package, wobei das Verfahren Folgendes
umfasst:

Vorsehen mehrerer Elektronikbauelemente;
Vorsehen eines Stromverteilungsgitters, das mehre-
re Stromverteilungsschienen umfasst;

Aufbringen einer Kapselungsschicht tber den Elek-
tronikbauelementen und dem Stromverteilungsgitter;
Ausbilden von Vias in der Kapselungsschicht, wo-
bei sich die Vias von einer Hauptflache der Kap-
selungsschicht zu den Elektronikbauelementen und
dem Stromverteilungsgitter erstrecken; und
Abscheiden einer metallischen Schicht auf der Kap-
selungsschicht einschliellich der Vias durch galvani-
sches Plattieren.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei Vorse-
hen des Stromverteilungsgitters das Vorfertigen des
Stromverteilungsgitters umfasst.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Stromverteilungsgitter eine ringartige Umfangsstrom-
verteilungsschiene und mehrere gerade Stromver-
teilungsschienen umfasst, wobei jede einzelne der
geraden Stromverteilungsschienen zwischen zwei
Punkten der ringartigen Umfangsstromverteilungs-
schiene verbunden ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die mehre-
ren geraden Stromverteilungsschienen erste gerade
Stromverteilungsschienen, die sich parallel entlang
einer ersten Richtung erstrecken, und zweite gerade
Stromverteilungsschienen, die sich parallel entlang
einer zweiten Richtung senkrecht zur ersten Richtung
erstrecken, umfassen.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei das Anordnen der Elektronikbauele-
mente das Platzieren der Elektronikbauelemente auf
einem Trager umfasst.
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6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Anord-
nen des Stromverteilungsgitters das Platzieren des
Stromverteilungsgitters auf dem Trager umfasst.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei das Ausbilden der Vias das Ausbil-
den erster Vias, die sich von einer Hauptflache der
Kapselungsschicht zu elektrischen Kontaktpads der
Elektronikbauelemente erstrecken, umfasst.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Aus-
bilden der Vias das Ausbilden zweiter Vias, die sich
von einer Hauptflache der Kapselungsschicht zu ei-
ner oberen Oberflache des Stromverteilungsgitters
erstrecken, umfasst, wobei die zweiten Vias entlang
den Stromverteilungsschienen gleichmaBig vonein-
ander beabstandet sind.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spruiche, weiterhin umfassend:
Ausbilden der Vias durch Laserbohren.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei das Fiillen von leitendem Material
in die Vias das Abscheiden einer organischen Keim-
schicht auf der Kapselungsschicht und in den Vias
gefolgt vom galvanischen Plattieren umfasst.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, das weiterhin
Folgendes umfasst:
Abscheiden der organischen Keimschicht durch nas-
schemische Abscheidung.

12. Verfahren zum Herstellen eines Elektronikbau-
element- Package, wobei das Verfahren Folgendes
umfasst:

Vorsehen mehrerer Elektronikbauelemente;
Einbetten der Elektronikbauelemente in eine Kapse-
lungsschicht;

Ausbilden von Vias in der Kapselungsschicht, wobei
sich die Vias von einer Hauptflache der Kapselungs-
schicht zu den Elektronikbauelementen erstrecken;
und

Abscheiden einer metallischen Schicht auf der Kap-
selungsschicht einschlieRlich der Vias durch galvani-
sches Plattieren;

wobei das Verfahren weiterhin das Vorsehen einer
Stromverteilungsschicht zum Bewirken eines verteil-
ten Wachstums des metallischen Materials wahrend
des galvanischen Plattierens umfasst.

13. Verfahren nach Anspruch 12, das weiterhin
Folgendes umfasst:
Vorsehen der Stromverteilungsschicht in der glei-
chen Ebene wie die Elektronikbauelemente.

14. Verfahren nach Anspruch 12, das weiterhin
Folgendes umfasst:
Vorsehen der Stromverteilungsschicht in einer ande-
ren Ebene als die Elektronikbauelemente.
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15. Verfahren zum Abscheiden einer metallischen
Schicht, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:
Vorsehen einer Materialschicht; und
Abscheiden einer metallischen Schicht auf der Mate-
rialschicht durch galvanisches Plattieren;
wobei das Verfahren weiterhin das Vorsehen einer
Stromverteilungsschicht zum Bewirken eines verteil-
ten Wachstums der metallischen Schicht wahrend
des galvanischen Plattierens umfasst.

16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei das Vor-
sehen der Materialschicht das Aufbringen der Materi-
alschicht Gber der Stromverteilungsschicht und Aus-
bilden von Vias in der Materialschicht umfasst, wo-
bei sich die Vias von einer Hauptflache der Material-
schicht zur Stromverteilungsschicht erstrecken.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, wobei
die Stromverteilungsschicht die Form eines Strom-
verteilungsgitters umfasst, das mehrere Stromvertei-
lungsschienen umfasst.

18. Elektronikbauelement-Package, das Folgen-
des umfasst:
einen Halbleiterchip;
eine Kapselungsschicht, die den Halbleiterchip be-
deckt; und
eine metallische Schiene, die sich entlang einer Kan-
te der Kapselungsschicht erstreckt.

19. Elektronikbauelement-Package nach An-
spruch 18, wobei die metallische Schiene eine Sei-
tenflache koplanar zu einer Seitenflache der Kapse-
lungsschicht umfasst.

20. Elektronikbauelement-Package nach An-
spruch 18 oder 19, wobei die metallische Schiene vier
gerade metallische Schienen umfasst, die miteinan-
der verbunden sind, um einen geschlossenen Ring
zu bilden, wobei jede einzelne der vier geraden me-
tallischen Schienen eine Seitenflache koplanar zu ei-
ner Seitenflache der Kapselungsschicht umfasst.

21. Elektronikbauelement-Package nach einem
der vorhergehenden Anspriiche, wobei die metalli-
sche Schiene einen erhéhten Abschnitt umfasst, der
eine obere Hauptflache der Kapselungsschicht er-
reicht.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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